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(57)【要約】
【課題】配向安定性を高めることで初期配向方向が変動
による表示不良の発生を低減し、高品位の表示を可能と
した液晶表示パネルを用いた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】液晶表示パネルを構成するＴＦＴ基板ＳＵ
Ｂ１の配向膜ＯＲＩ１とＣＦ基板ＳＵＢ２の配向膜ＯＲ
Ｉ２の少なくとも一方に光の照射により付与された液晶
配向制御能を有し、その残存分子の数平均分子量が３５
００以上とした。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素選択用のアクティブ素子が形成された主面の最上層に第１の配向膜を有する一方の
基板と、カラーフィルタが形成された主面の最上層に第２の配向膜を有する他方の基板と
、前記一方の基板の前記第１の配向膜と前記他方の基板の前記第２の配向膜の間に封止さ
れた液晶とからなる液晶表示パネルを具備した液晶表示装置であって、
　前記第１と第２の配向膜の少なくとも一方は、光の照射により付与された液晶配向制御
能を有し、
　前記光の照射により液晶配向制御能が付与された配向膜の残存分子の数平均分子量が３
５００以上であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記光の照射により液晶配向制御能が付与された配向膜が、化学ポリイミド化した材料
であることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記化学ポリイミド化が、４０％以上であることを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に配向膜に光の照射で配向制御能を付与した液晶表
示パネルを具備した液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置に使用する配向膜を配向処理すなわち配向制御能を付与する方法として、
従来からラビングで処理する方法がある。このラビングによる配向処理は、配向膜を布で
擦ることで配向処理を行うものである。一方、配向膜に非接触で配向制御能を付与する光
配向法がある。
【０００３】
　紫外線に代表される光の照射による光分解型の光配向処理を開示する特許文献１は、（
１）画素部に複雑な段差構造に起因する配向乱れを低減し、（２）ラビングによる配向処
理における静電気による薄膜トランジスタの破損、ラビング布の毛先の乱れや塵による配
向乱れを原因とする表示不良を解決し、均質な配向制御能を得るために要する頻繁なラビ
ング布の交換によるプロセスの煩雑さ、を解決することを開示する。
【特許文献１】特開２００４－２０６０９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光照射による配向膜への配向制御能の付与では、ラビングによるものと比較して高い配
向安定性が得られた例は知られていない。配向安定性が低いと、初期配向方向が変動して
表示不良の原因となる。特に、高い配向安定性が要求されるＩＰＳ方式の液晶表示パネル
を用いた液晶表示装置では、配向安定性が低いことで残像に象徴される表示不良が発生し
易い。
【０００５】
　本発明の目的は、配向安定性を高めることで初期配向方向が変動による表示不良の発生
を低減し、高品位の表示を可能とした液晶表示パネルを用いた液晶表示装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の液晶表示装置は、画素選択用のアクティブ素子が形成された主面の最上層に第
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１の配向膜を有する一方の基板と、カラーフィルタが形成された主面の最上層に第２の配
向膜を有する他方の基板と、前記一方の基板の前記第１の配向膜と前記他方の基板の前記
第２の配向膜の間に封止された液晶とからなる液晶表示パネルを具備する。
【０００７】
　そして、前記第１と第２の配向膜の少なくとも一方を、光の照射により付与された液晶
配向制御能を有し、前記光の照射により液晶配向制御能が付与された配向膜の残存分子の
数平均分子量が３５００以上であることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、前記光の照射により液晶配向制御能が付与された配向膜を、化学ポリ
イミド化した材料とすることができる。また、この化学ポリイミド化が、４０％以上であ
るものを用いることができる。
特徴とする。
【０００９】
　なお、本発明は、上記の構成および後述する実施の形態に開示される構成に限定される
ものではなく、本発明の技術思想を逸脱することなく、種々の変更が可能であることは言
うまでもない。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、長い直線状の主鎖をもつ分子が多く存在するため、配向性安定性が向
上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の具体的な実施の形態について、実施例の図面を参照して詳細に説明する
。
【実施例１】
【００１２】
　偏光が照射されたポリイミドに代表される合成高分子の配向膜は、当該偏光方向と直交
する方向の鎖結合が切断される。そして、切断されずに直線状に伸びて残った長い主鎖方
向沿って液晶分子が配向する。この主鎖の長さが短くなると、液晶との相互作用が弱くな
り配向性が低下し、前記した残像が発生しやすくなる。従って、長い直線状の主鎖をもつ
分子を配向方向に多く存在させる（＝分子量を大きくする）ことが配向性の向上、すなわ
ち配向安定性につながる。合成高分子は同一の組成は持つが分子量は異なる分子の混合物
であり、その分子量は通常平均分子量で表される。
【００１３】
　平均分子量の算出方法には分子１個あたりの平均の分子量として算出される数平均分子
量や、重量に重みをつけて計算した重量平均分子量、重量にさらなる重みをつけて計算す
るZ平均分子量がある。主鎖の短い分子は液晶との相互作用が弱いことから、配向性を高
めるには低分子成分をなるべく減らすことが重要である。そこで、ここでは一般的に数の
多い低分子成分を主に反映した物性値である、数平均分子量に着目した。
【００１４】
　図１は、数平均分子量とＡＣ残像強度の関係を説明する図である。光分解により配向処
理を行う場合、配向膜の主鎖が屈曲していると、長い主鎖の中で偏光方向（＝配向方向に
垂直な方向）に一致した部位が光分解し、分子量が低下してしまう。従って、光配向処理
後の残存分子の数平均分子量が大きいということは、配向方向に直線状に長く伸びた高分
子量の分子があるということであり、この分子の存在により大きな配向規制力を得ること
ができる。６％以下の十分な配向規制力を得るには、数平均分子量を３５００以上とする
ことが効果的である。
【００１５】
　光配向プロセスでは通常の配向処理で用いられるラビング処理のような高分子の主鎖を
延伸し直線状にする工程がＬＣＤプロセス中に存在しない。このため、高分子配向膜を基
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板に印刷する前に、あらかじめ主鎖をある程度長直線状にしておく必要がある。直線状の
部分は、主鎖を構成する骨格が自由に回転屈曲しない官能基で構成されなければならない
。
【００１６】
　また、配向膜を基板に形成した後に、所望の配向方向に向いていない高分子の主鎖は切
断しなけばならないため、主鎖は光分解性でなければならない。これらの条件を満たすた
めには、図２に構造式で示したシクロブタンテトラカボン酸とフエニレンジアミンをイミ
ド化した材料に代表される剛直なポリイミド高分子を配向膜が適している。上記の化合物
は光反応に必要な部位を持ち、かつ分子が自由に回転する部位を持たない。
【００１７】
　図３は、ＡＣ残像強度と配向膜のイミド化との関係を示す図である。イミド化率とは図
２に示された配向膜の窒素部位がイミドとして存在する比率である。配向膜のイミド化率
そのものもまた残像と強いかかわりがある。ＡＣ残像という残像モードは、画面に白パタ
ーンを長時間表示させた時に、強い電界により液晶配向軸が初期配向方向からずれて低階
調において輝度が浮くというメカニズムで発生する。
【００１８】
　イミド化率が低すぎると、ＡＣ残像強度が高くなる（＝残像レベルが悪化する）。残像
の発生ポテンシャルを低減するためにはイミド化率は最低でも４０％以上、より好ましく
は６０％以上にすることが望ましいが、イミド化率を上げすぎると配向膜ワニスの保存安
定性が著しく悪化するので、４０％～７０％で用いるのがよい。
【００１９】
　なお，上記のイミド化率で化学イミド化させたポリマーを配向膜として用いることで、
配向膜焼成時の加熱温度を高く上げる必要がなく、配向膜の熱劣化着色を防ぐことも期待
できる。
【００２０】
　図４は、光配向の処理装置を模式的に説明する図である。液晶表示パネルの一方の基板
である薄膜トランジスタ基板（ＴＦＴ基板）あるいはカラーフィルタ基板（ＣＦ基板）に
塗布した配向膜に配向制御能を付与する。図４において、ＴＦＴ基板ＳＵＢ１又はＣＦ基
板ＳＵＢ２の主面に配向制御能未付与の配向膜ＯＲＩ１又はＯＲＩ２が成膜されている。
光源には紫外線ランプＵＶＬが用いられる。紫外線ランプＵＶＬからの紫外線は偏光子Ｐ
ＬＺで所定の偏光成分のみが選択されてＴＦＴ基板ＳＵＢ１又はＣＦ基板ＳＵＢ２に成膜
された配向膜ＯＲＩ１又はＯＲＩ２を照射する。ＴＦＴ基板ＳＵＢ１又はＣＦ基板ＳＵＢ
２は矢印Ａ方向に移送させ、基板全域の配向膜に配向制御能を付与する。なお、光源に対
する基板の移動は相対的なものであり、光源側を移動させてもよく、あるいは光源と基板
の両者を移動させるようにしてもよい。
【００２１】
　図５は、液晶表示パネルの構成例を説明する一画素付近の断面模式図である。この液晶
表示パネルＰＮＬはＩＰＳ方式の液晶表示パネルであり、ガラスを好適とするＴＦＴ基板
ＳＵＢ１とＣＦ基板ＳＵＢ２の間に封入した液晶ＬＣを有する。ＴＦＴ基板ＳＵＢ１の内
面にはゲート電極ＧＴ、ゲート絶縁膜ＧＩ、シリコン半導体層ＳＩ、ソース電極ＳＤ１、
ドレイン電極ＳＤ２からなる薄膜トランジスタＴＦＴが形成されている。薄膜トランジス
タＴＦＴを覆って絶縁層ＩＮＳが形成され、この絶縁層ＩＮＳ上に対向電極ＣＴがパター
ニングされている。
【００２２】
　対向電極ＣＴを覆ってパッシベーション膜（パス膜）ＰＡＳが成膜されている。このパ
ス膜ＰＡＳの上には画素電極ＰＸがパターニングされ、絶縁層ＩＮＳとパス膜ＰＡＳに形
成したコンタクトホールを通してソース電極ＳＤ１に接続されている。画素電極ＰＸと対
向電極ＣＴとは、表示面側からみて櫛歯状に互いに噛み合うように配置されている。そし
て、最上層に一方の配向膜ＯＲＩ１が形成されている。
【００２３】
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　また、ＣＦ基板ＳＵＢ２の内面にはブラックマトリクスＢＭと、このブラックマトリク
スＢＭで区画されたカラーフィルタＣＦが形成されている。このカラーフィルタＣＦの上
にはオーバーコート層（平滑層）ＯＣを介して他方の配向膜ＯＲＩ２が形成されている。
【００２４】
　この液晶表示パネルでは、上記の一方の配向膜ＯＲＩ１と他方の配向膜ＯＲＩ２の両方
に光配向処理で液晶配向制御能が付与されている。なお、少なくともＴＦＴ基板ＳＵＢ１
側の配向膜ＯＲＩ１は、該ＴＦＴ基板ＳＵＢ１の内面が薄膜トランジスタＴＦＴの存在で
凹凸が激しいため、光配向処理で液晶配向制御能を付与することで、配向安定性が得られ
、高品質の画像表示を可能とした液晶表示装置を構成できる。
【００２５】
　なお、ＴＦＴ基板ＳＵＢ１とＣＦ基板ＳＵＢ２の外面には、それぞれ偏光板ＰＯＬ１、
ＰＯＬ２が積層されて液晶表示パネルＰＮＬを構成している。
【００２６】
　図６は、本発明による液晶表示装置の全体構造例を説明する展開斜視図である。図５と
同一符号は同一機能部分に対応する。液晶表示パネルＰＮＬは、周辺（ここでは、上辺と
左辺）に駆動回路が搭載されている。上辺に搭載されているのはデータ線駆動回路チップ
、左辺に搭載されているのは走査線駆動回路チップである。なお、ここでは駆動回路チッ
プを搭載と記載したが、これに代えてＴＦＴ基板上に直接作り込んだ駆動回路とすること
もできる。
【００２７】
　駆動回路はフレキシブルプリント基板ＦＰＣで図示しない信号源に接続されている。液
晶表示パネルＰＮＬの背面にはバックライトユニットＢＬが設置されている。バックライ
トユニットＢＬは、導光板ＧＬＢ、光源、プリズムシートや拡散シートからなる光学補償
部材、導光板ＧＬＢの背面に設置された図示されない反射シートなどを収容したモ－ルド
フレームＭＤＬで構成される。
【００２８】
　そして、液晶表示パネルＰＮＬの上から金属材の上フレームＳＨＤを被せ、モ－ルドフ
レームＭＤＬの背面に設けた金属材の下フレームＭＦＬと接続して一体化される。液晶表
示パネルＰＮＬに形成された電子潜像をバックライトユニットＢＬからの照明光で可視化
する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】数平均分子量とＡＣ残像強度の関係を説明する図である。
【図２】シクロブタンテトラカボン酸とフエニレンジアミンを化学イミド化処理した材料
に代表される剛直なポリイミド高分子を配向膜の構造式を示す図である。
【図３】ＡＣ残像強度と配向膜のイミド化との関係を示す図である。
【図４】光配向の処理装置を模式的に説明する図である。
【図５】液晶表示パネルの構成例を説明する一画素付近の断面模式図である。
【図６】本発明による液晶表示装置の全体構造例を説明する展開斜視図である。
【符号の説明】
【００３０】
　ＳＵＢ１・・・ＴＦＴ基板、ＳＵＢ２・・・ＣＦ基板、ＰＸ・・・画素電極、ＯＲＩ１
・・・ＴＦＴ基板側の配向膜、ＯＲＩ２・・・ＣＦ基板側の配向膜、ＣＴ・・・対向電極
（共通電極）、ＣＦ・・・カラーフィルタ、ＬＣ・・・液晶、ＢＭ・・・ブラックマトリ
クス、ＰＯＬ１,ＰＯＬ２・・・偏光板。
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